Scoala Doctorala
Stiinte Fizice si Ingineresti

CALCULAREA PARAMETRILOR TN DISPOZITIVELE
SEMICONDUCTOARE

SPRINCEAN GALINA
Universitatea de Stat din Moldova

Sa formulam problema matematicd pentru determinarea parametrilor unei
diode bazat pe modelul Drift-Diffusion. Domeniul de rezolvare este o suprafata
dreptunghiulara Q = {f =(xy):0<x<[,0<y< ly}. In calitate de functiile
necunoscute le vom alege pe urmatoarele: ¢ — potentialul electrostatic, @, si @, —
cvasi nivelurile lui Fermi pentru electroni si gauri, respectiv. Aceste functii terbuie
sa satisfaca urmatorul sistem de ecuatii diferentiale neliniare
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Metoda de rezolvare a problemei formulate cu conditii la frontiera mixte a
fost realizata prin scrierea unui program in limbajul Fortran la clusterul USM cu
utilizarea aplicatiilor Petsc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific
Computation).

S-au executat simuldri cu scopul estimarii gradului de eficienta a procedeului
si sof-ului elaborat. Rezultatele sunt reprezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Durata calculelor (metoda gradientului conjugat) pentru o retea de
400x800 in dependentd de numarul de procesoare

Nr. de 1 2 4 8
procesoare
Timpul, sec. 1 96.9 49.9 26.3
35.96 8 7 3
Coeficientul 1 0.71 0.37 0,19
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